2. Нарисуйте для кубической решётки с постоянной a плоскости (100), (110), (111). Определить число атомов, приходящихся на 1 см-2 в плоскостях (100), (110) и (111) простой кубической решётки. Ответ дать в виде функции постоянной решётки a.

3. Показать, что доля заполнения объёма (коэффициент упаковки), занятого твёрдыми шарами, составляет:


— 0,52 для простой кубической решётки;


— 0,68 для объемно-центрированной кубической решётки;


— 0,74 для гранецентрированной кубической решётки;


— 0,34 для структуры типа алмаза.

4. Рассчитать концентрацию валентных электронов


— в кремнии, постоянная решётки a = 0,543 нм;


— в германии, постоянная решётки a = 0,566 нм;


— в алмазе, постоянная решётки a = 0,365 нм.

5. Вычислить число атомов в 1 см-3 для:


— кремния, если его плотность 2,33 г·см-3;


— германия, если его плотность 5,32 г·см-3;


— алмаза, если его плотность 3,51 г·см-3.

8. Если вместо распределения Ферми-Дирака использовать распределение Максвелла-Больцмана, то какова относительная ошибка вычисления вероятности заполнения уровней с энергиями  E, для которых верно  E – EF = kT  и E – EF = 4 kT ?

9. Пластина германия n-типа имеет удельное сопротивление ρ = 0,1 Ом·см и длину d = 10-2 см. Вычислить, при приложенном напряжении 1 В: 

— плотность тока; 

— время, которое потребуется для того, чтобы носитель заряда пересёк пластину; 

— отношение плотностей токов дырок и электронов.

Принять μn = 3900 см2·В-1·с-1, μp = 1900 см2·В-1·с-1 и ni = 2,4·1013 см-3.
10. В образце кремния p-типа при комнатной температуре распределение акцепторной примеси вдоль оси x описывается функцией   Na(x) = N exp(–x/x0),   где x0 = 0,5 мкм. Полагая p( x) = Na(x), вычислить напряжённость внутреннего электрического поля, плотность токов дрейфа и диффузии для дырок в зависимости от величины Na. Принять Dp = 10-3 м2·с-1 и μn = 40 см2·В-1·с-1.
